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Вычислено транспортное сечение рассеяния электронов в графене на круглом наноотверстии радиусом R. Электроны в графене описываются в однодолинном приближении уравнением типа Дирака, а край отверстия феноменологическим граничным параметром a [1]. Электроны в графене могут заселять квазидискретные краевые (таммовские) состояния со спектром El = 2al/R, где l - орбитальное квантовое число. При этом они вращаются по или против часовой стрелке в зависимости от долины. 
В сечении рассеяния и, как следствие, в проводимости появляются характерные пики, соответствующие рассеянию на этих краевых состояниях, рис. 1. Полуширина пика имеет лоренцев вид и определяется временем жизни квазистационарного уровня. Величина пиков уменьшается с удалением энергии Ферми от точки Дирака, что связано с уменьшением глубины локализации краевых состояний вблизи края, так что для наблюдения такого рассеяния необходимы достаточно чистые образцы. Эти пики могли наблюдаться в экспериментах [2,3]. Учет неоднородности края (зависимости параметра a в граничном условии от угла), а также заряда на дефекте приводит к размытию и смещению пиков в зависимости от знака заряда: на рис. 1 влево при отрицательном заряде дефекта, вправо – при положительном.
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Рис. 1. Зависимость транспортного сечения рассеяния от положения уровня Ферми E<0 для граничного параметра � EMBED Equation.DSMT4 ���.
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